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 Ge2Sb2Te5（GST）は結晶相とアモルファス相を持つ相変化材料であり、DVD-RAM や

ブルーレイディスクなどの書き換え型光学ディスクなどに用いられている。これらのデバ

イスでは光照射によって結晶―アモルファス間の相変化を起こすことで、情報が記録され

るが、その記録密度は回折限界により制限されている。本研究では、走査トンネル顕微鏡

(STM)の探針に中心波長 1.03 µmのレーザー光を照射することにより数ナノメートルの領

域に局在した近接場を発生させ、回折限界を超える記録密度の実現を目指した。 

 レーザー照射前後の STM トポ像とそのラインプロファイルを下図に示す。レーザー照

射後の STM像では直径約 5 nmの隆起が観測された。また、隆起上ではバンドギャップが

広がっていることが確認された。これらは、STM 探針から発生した近接場により、回折

限界以下のサイズのアモルファスマークが生成されたことを示している。 
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